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Information 

KP 103 ECEP), KP 103 Sh(ShP), au u 
KP 103 ICIP),KP 103 KCKP), / 
KP 103 L(LP),KP 103 MCMP) ; 

rland: UdSSR 

Übersetzung, bearb. 

Feldeffekt-Kleinleistungstransistoren 

A} s 

Die Trensistoren KP 103 E, KP 103 Sh, KP 103 I, KP 103 K, KP 103 L, KP 103 M und KP 103 EP, 

KP 103 ShP, KP 103 IP, KP 103-LP, KP 103 KP, KP 103 MP sind diffundierte Silizium-Transistoren mit 

pn-Übergang ‚vom p-Kanal-1yp. 
Sie aind vorgesehen für den Einsatz in Zingangasstufen von NF-Verstärkern und Gleichstrom-Verstär- 

kern mit hohem Eingangswiderstand sowie in Schaltstufen von elektronischen Geräten für breite An- 

wendung. * - 

Die Faarung der Transistoren kann nach folgenden Kennwerten erfolgen: Inss' !21S' U?. 

Bauform 
- Variante 1 für KP 103 E - KP 7103 M 

A 4/15-3a nach TOL 11 811 bzw. C 22-2 nach 16L 39 546 
(hermetisches Metallgehäuse mit biegsamen Anschlüssen) 

- Variante 2 für KP 103 EP - KP 103 MP 

(gemäß Gehäusebezeichnung Bild 1b) 

Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis 485 %C 

Masse: mar.1 g
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Bild 1: Bauform 
a) für KP 103 E = KP 103 M 
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b)ml?10]n?-fl1o}l? 

Grenzwerte — (tamy = -55 «« +85 °%) 

Wert für; 

KP 103E_ KP103Sh KP103I1_  XKP 103 KP 103 L _ KP 103 M | Maß- 
KP 103 EP KP 103 ShP KP 103-1P KP 103 KP 103 LP KP 103 MP| einheit 

Summe von 

Drain-Source- 
und Drain-Gate- 
Spannung 
(Ups* Voglnax 15 15 15 15 17 ” v 

Drain-Source- € $ 
Spannung 
UpSmaxr 10 10 12 10 12 10 v 

Verlust- 
leistung 5 
Pns 7 12 21 38 66 120 E 

Einsatzhinweise 

Die Tranaistoranschlüsse können bis zu einem minimalen Abstand von 5 mm (für Variante 1) bzw. 

von 3 mm (für Varieante 2) vom Gehäuse gelötet werden, 

Die Lötung soll bei einer Temperatur von maximal ‚260 ° für maximal 3 ® erfolgen. 

Wenn die Transistoren gepaart eingesetzt werden, sind für beide die gleichen elektrischen und 

thermischen Bedingungen (mit einer Genauigkeit von * 1,5 °C) einzuhalten.



2/87 (11) 3 KP 103 B = KP 103 KP 

Elektrische Kennwerte (tapmy = 25 *10 °%) 

Kurz- Bin- U, 
zeichen| min. max, | heit v v 

Vorwärtssteilheit Yo13 =10 o - 

KP 103 E, KP 103 EP 0,4 
KP 103 Sh, KP 103 ShP 0,5 
KP 103 I, KP 103 IP 0,8 
KP 103 K, KP 103 KP 1,0 3,0 | mA/v 
KP 103 L, KP 103 LP 1,8 
KP 103 M, KP 103 MP 1,3 

Drain-3ource-Kurz- -10 o - 
schlußstrom Tnss 
KF 103 B, KF 103 BF 0,3 2 

KF 103 Sh, KP 103 ShP 0,35 3 

KP 103 I, KP 103 IP 0,8 1 

KP 103 K, KP 103 KP 1,0 5 

KP 103 L, KP 103 LP 1,8 6 

KP 103 M, KP 103 MP 3,0 1 E
R
R
E
R
E
 

Abschnürspannung UP =10 - 10 

103 E, KP 103 EP 0,4 4 
103 Sh, KP 103 ShP ” 0,5 2 
103 I, EP 103 IP 0,8 3 

KP 103 K, KP 103 KP 1,4 4 
KP 103 L, KP 103 LP 2 6 
KP 103 M, KP 103 MP" 2,8 C 
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Gate-Restatrom Ics5 - 0« 10 - 

Eingengekapazität 9418 & 

Rückwirkungska| C - 8 
zität H 128 

& 
u
u
g
 

3 ° ' 

Rauschfaktor P - 3 

Eaarungskriterien (für tayy = 25 * 10 °%) 
(gültig für Variante 2) 

Kurz- Gruppe Bin- Meßbedingungen 
zeichen 1 2 heit ul)8 UGS IDSS 

Relative Differenz 

= des Drain-Source A Ipss 410 320 % =10 o - 
Kurzschlußstromes 

- der Vorwärtssteil- A Yoqs 410 420 % =10 o ö 
heit 

= der Abschnür= A U 25 410 % -10 - 10 
spannung 



: 4 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen Charakter, 

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der möglichen Streubreite ( typische 

Abhängigkeit; ----- Grenzen der 95 %&=Verteilung). 
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2/87 (11) 7 KP 103 E - KP 103 MP 
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Bild 3: Typische Übertragungskennlinien 
a) für KP 103 E, KP 103 BP 
b) für KP 103 Sh, KP 103 ShP 
"c) für KP 103 I, KP 103 IP 
ä) für KP 103'K, KP 103 KP 
e) für KP 103 L, KP 103 L 
f) für KP 103 M, KP 103 MP 
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2/87 (11) 9 KP 103 E = KP 103 MP . 
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B / &4 F=ikHz - Bild 4: Rauschfaktor in Abhängigkeit von 

Rg«MMB "h5"'“ /j der Gate-Source-Spannung 

/ a) für KP 103 E, KP 103 EP 
— - b) für KP 103 Sh, KP 103 ShP 

AF o) für KP 103 I, KP 103 IP 
. /‘/r' . d) für KP 103 K, KF 103 KP 

2 ?/, e) für KP 103 L, KP 103 LP 
—7 1) für KP 103 M, KP 103 MP 
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Bild 5: Rauschfaktor in Abhängigkeit von der Umgebungs- 

temperatur . *
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